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はじめに：Cu(In,Ga)Se2 (CIGS)太陽電池は 100℃程度の熱処理によって放射線損傷（非電離損傷、

NEIL）が回復するため、放射線耐性が高いことが知られている。我々は CIGS を利用した放射線

検出器の実現に向けて、リーク電流の低減、および CIGS 層の厚膜化を行っている。今回、5 um、

25 um と CIGS 層を厚膜化した CIGS ダイオードを作製し、化学エッチングによる素子分離と Dark 

anneal による高並列抵抗化について検証を行い、重粒子線照射実験（Xe 線、290 MeV）を行った。 

実験結果と考察：GaAs 基板上に 5 um、25 um 厚の CIGS 層をエピタキシャル成長した後、Al-doped 

ZnO (AZO) / CdS を製膜し、CIGS ダイオードとした。直径 500 um の円形 Al 電極を蒸着し、酢酸

溶液にて AZO 層のみをエッチングし、素子分離を行った。その後、130 ℃の Dark anneal を 1 週

間行い、逆バイアス時の電流電圧特性、および電気容量電圧特性を評価した。図 1 に 5 um 厚の

CIGS ダイオードの逆方向バイアス特性、図 2 に CIGS ダイオードのキャリア濃度分布を示す。

CIGS ダイオード作製直後(Initial time)は、CIGS 層に 1016 cm-3 程度のアクセプタが存在し、空乏層

幅が 0 V にて 0.5 um 程度となる。この場合、並列抵抗は 4 Mであり、-7 V より大きな電圧にて

リーク電流が増大する。一方、Dark anneal 後は、アクセプタ濃度は 1014 cm-3 に減少し、空乏層幅

は 0 V で 5 um 程度となる。並列抵抗は 47 Mとなり、高い信号ノイズ比が期待できる。単 Xe 線

照射を行ったところ、CIGS 5 um 厚に相当する信号強度が確認できた。25 um 厚の CIGS ダイオー

ドは、より大きな信号強度が確認でき、単粒子半導体検出器としての応用が期待できる。 
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図 1. CIGS ダイオードの逆方向電流密度     図 2. CIGS ダイオードのキャリア濃度 
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